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Introducao Resultados efou A¢des Desenvolvidas

O teldrio trigonal, formado por cadeias em espiral de
forma helicoidal ligadas por forcas de van der Waals,
€ um semicondutor em temperatura ambiente, o que
o torna um candidato para a producdo de
transistores. Um dos maiores desafios para essa
aplicacéo é seu bandgap relativamente baixo (~0,35
eV), porém, quando em monocamada esse bandgap
pode aumentar para até ~1 eV [1]. Devido & estrutura
altamente anisotropica do Te, uma das suas
principais formas consiste em nanofios quasi-1D. O
crescimento desses nanofios pode ser feito por um
sistema de deposicéo fisica em fase vapor [2].
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Figura 1: Cristal trigonal de telGrio [1].
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Figura 2: Nanofios sintetizados em diferentes regimentos.

conclusoes

Se concluiu que €& possivel controlar o tamanho,
quantidade e espacamento dos nanofios sintetizados
de forma reprodutivel através da mudanca de
pardmetros de crescimento.

O SEM demonstrou ser uma forma facil e eficaz de
caracterizar os nanofios por sua alta resolucdo de
imagem.

Objetivos

Sintetizar nanofios de teldrio controlando seus
comprimentos e espessuras. Utilizar da microscopia
eletrébnica de varredura (SEM) para caracterizar os
nanofios obtidos.
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Uma fonte de teldrio &€ aquecida em um ambiente de
baixa pressdo, sob fluxo constante de gases inertes,
até que o material a ser depositado atinja uma
temperatura na qual sua pressdo de vapor seja
suficiente para gerar uma taxa adequada de
sublimacéo. O substrato de silicio,o com camada de
oxido nativo, € mantido em temperatura ambiente, de
forma a manter gradiente de temperatura que
direciona o fluxo do vapor de telUrio para o substrato,
onde depositam-se o0s nanofios. As estruturas
depositadas foram caracterizadas por SEM.
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